Ministerio de Culturay Educacion (Programa del afio 2019)
Universidad Nacional de San L uis (Programa en tramite de aprobacion)
Facultad de Ingenieriay Ciencias Agropecuarias (Presentado & 02/08/2019 10:23:11)
Departamento: Ingenieria
Area: Electronica
| - Oferta Académica

Materia Carrera Plan Afo Periodo
19/12
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Il - Equipo Docente

Docente Funcion Cargo Dedicacion
BOSSO, JONATHAN EMMANUEL Prof. Responsable JTP Exc 40 Hs
FRIAS, RICARDO GASTON Responsable de Préctico A.lraSimp 10 Hs
GOMINA, GUILLERMO DANIEL Responsable de Préctico JTP Semi 20 Hs

1l - Caracteristicasdel Curso

Credito Horario Semanal

Teorico/Préactico | Tedricas| Practicasde Aula | Pract. delab/ camp/ Resid/ PIP, etc. | Total

Hs 2Hs 1Hs 2Hs 5Hs
Tipificacion | Periodo
B - Teoriacon préacticas de aulay laboratorio 2° Cuatrimestre
Duracion
Desde Hasta | Cantidad de Semanas | Cantidad de Horas
05/08/2019 15/11/2019 15 75

IV - Fundamentacion

El curso de Electrénica Aplicada | se fundamenta en la necesidad de estudiar y aplicar los dispositivos semiconductores
discretos para poder interconectarlos entre si, con el fin de realizar funciones determinadas, siendo la mayoria de esas
funciones del tipo analdgico. Es un Curso deiniciacion y basico. Se basaen € disefio, andlisisy calculo de circuitos
electronicos, y su posterior simulacion ndmerica en PC e implementacion experimental en laboratorio. Los cursos de Fisica
Electrénicay Teoria de Circuitos son € fundamento sobre el que se construye este curso y la materia Electronica Aplicadalll
es la continuacion del mismo.

V - Objetivos/ Resultados de Aprendizaje

- Identificar diferentes tipos de dispositivos semiconductores para la correcta sel eccion de |os mismos en determinadas
aplicaciones. Mediante la blsgqueda a través de cddigos de fabricantes y lectura de hojas de datos.

- Caracterizar dispositivos semiconductores para conocer las curvas caracteristicas de entraday salida que describen el
principio de funcionamiento de los mismos mediante andlisis por medio de simulaciones numéricas y ensayos de laboratorio.
- Analizar circuitos el ectronicos basicos para comprender la interaccion entre diferentes dispositivos semiconductores
mediante la aplicacion de las caracteristicas de los mismos y las leyes de Ohm y Kirchhoff.

- Disefiar circuitos electronicos para determinadas aplicaciones con técnicas y criterios de disefio de circuitos el ectronicos
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mediante |a elaboracion de proyectos de laboratorio de la asignatura.
- Evaluar componentesy circuitos el ectrénicos para validar € disefio y el funcionamiento de los mismos mediante la
implementacion de los mismos en software de simulacién y prototipos experimentales.

VI - Contenidos

UNIDAD 1: Diodo semiconductor. Andlisis de los cir cuitos con diodos.

Diodo ideal. Principio de funcionamiento. Circuito equivalente lineal por tramos. Polarizacién. Diodo real. Curvay ecuacion
del diodo. Rectade carga. Resistencia dindmica. Circuitos con diodos. Andlisis de circuitos con diodos. Circuitos
rectificadores. media onda, onda completay onda completa puente. Filtrado de la onda. Diodo Schottky. Diodo Zener.
Principio de funcionamiento. Curvadel zener. Aplicaciones del diodo zener. Efectos de latemperatura en los diodos.
Capacidad directa e inversade un diodo. Tiempo de recuperacion. Andisis de hojas de datos. Pruebas del diodo.

UNIDAD 2: Transistor BJT. Andlisisdecircuitos con transistores BJT. Amplificadores de sefial.

Transistor BJT. Principio de funcionamiento. Junturas. Modo base comun. Amplificacién de corriente. Curvade entraday de
salida. Configuracién amplificadora emisor comin. Malla de entraday de salida. Polarizacion. Andlisis grafico de circuitos.
Amplificador basico.punto de reposo “Q”. Maxima variacion simétrica.Cal cul o de potencias. Condensador de desacoplo
infinito. Condensador de acoplamiento infinito. Recta de cargade CCy de CA. Seguidor de emisor en configuracion colector
comun. Transistor en corte y saturacion. Recta de carga. Circuito Inversor BJT. Andlisis de hojas de datos. Pruebas del BJT.

UNIDAD 3: Estabilidad dela polarizacion delos BJT. Efectos dela temperatura.

Desplazamiento del punto de reposo debido alaincertidumbre de beta. Efecto de latemperatura sobre el punto de reposo.
Andlisis del factor de estabilidad. Compensacion con diodos. Calculo de un amplificador en modo emisor comun. Andlisisde
la estabilidad. Efecto de latemperatura en un transistor BJT. Disipadores de Calor. Ley de Ohm térmica. Céculo.

UNIDAD 4: Transistor de efecto de campo. JFET y MOSFET. Circuitoscon FETSs.

JFET. Teoriade Funcionamiento del FET. Curvas de saliday de transferencia. MOSFET. Tipos. Principio de
funcionamiento. Curvas de saliday de transferencia. El amplificador FET. Polarizacion. Diferentes

Tipos. Calculo de un amplificador. Efectos de la Temperatura. Estabilidad en la polarizacion del FET

MESFET. El interruptor FET. MOSFET como resistencia. Inversor ideal. Andlisis de hojas de datos. Pruebas del FET.

UNIDAD 5: Amplificadoreslineales de potencia par a audiofr ecuencia.

Amplificadores de potencia. Amplificadores con BJT. Clasificacion. Amplificador Emisor comun de clase A. Potenciay
rendimiento. Punto de reposo “Q”. Hipérbola de disipacion maxima. Amplificadores de potencia clase AB-B. Amplificador
acoplado por transformador. Amplificador de potencia simétrico de clase B (push-pull). Amplificador simétrico
complementario clase B. Potenciay rendimiento del amplificador clase B. Punto de reposo “Q” en clase B. Distorsion por
cruce. Amplificador clase C. Amplificador clase D. Amplificadores de audiofrecuencias con transistores y amplificadores
integrados. Estudio de un amplificador de potencia de audio integrado. Andlisisy uso del CI-TDA 2003.

UNIDAD 6: Fuentes de alimentacion linealesy conmutadas.

Esguema general de Fuentes de Alimentacion Lineales. Filtrado y factor de ripple. Filtro capacitivo. Filtro RC. Relacion del
diodo con el capacitor defiltro. Regulador de tensién con transistores discretos. Circuito regulador serie. Regulador en serie
mejorado. Regulador en serie con amplificador operacional. Regulador de tensién serie con limitador de corriente. Regulador
de tension en paralelo. Circuito regulador paralelo. Regulador en paralelo mejorado. Regulador en paralelo con amplificador
operacional. Circuitos I ntegrados de reguladores de tension. Cl de reguladores positivos de tension fija. Cl de reguladores
negativos detensidn fija. Cl de reguladores de tension variable. Amplificador de corriente de salida con transistor exterior.
Proteccion contra cortocircuito. Simulacion de fuentes lineal es. Fuentes conmutadas. Diferentes Topologias basicas. Estudio
y andlisis de un regulador DC-DC switching integrado.

UNIDAD 7: Simulacion por softwar e de cir cuitos electr énicos.

Diferentestipos de simuladores de circuitos electrénicos. Historiay tendencias actuales. Ventgjasy desventajasdela
simulacién. Estudio de un ssmulador en particular. Principal es comandos de uso. Ejemplos précticos con las unidades y los
gjercicios desarrollados durante el curso. Implementacion de una simulacion integral por software.
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VII - Plan de Trabaj os Practicos

Practicos de Aulay de Laboratorio:

1- Circuitos con diodos. Mediciones.

2- Circuitos con transistores BJT. Amplificadores. Mediciones.

3- Estabilidad de la polarizacién del BJT. Calculo de disipadores. Mediciones.

4- Circuitos con FET. Amplificadores. Mediciones.

5- Amplificadores de potencia: Clase A y B. Amplificadores de audio integrados. Mediciones.

6- Fuentes de alimentacion lineales y conmutadas. Reguladores de tension discretos e integrados. Mediciones.
7- Simulacion por software. Ejercicios en laPC.

VIII - Regimen de Aprobacién

REGURALIZACION Y CURSADO DE LA MATERIA

Para obtener laregularidad y poder rendir el examen final como alumno regular se deberd cumplimentar:
- Asistenciay aprobacion de trabajos préacticos de Laboratorio 100 %.

- Aprabacion de trabajos practicos de aulay presentacidn de carpeta correspondiente.

- Aprabacion de dos parciales, 0 sus respectivos recuperatorios, segun la normativa vigente.

- Asistenciaa clases 80 %.

EXAMEN FINAL

- Los alumnos regulares serén evaluados en lateoria de la materia, en formaoral y/o escrita.

- Los alumnos libres seran evaluados primero en el “Laboratorio”, mostrando alguin trabajo préactico pre acordado, luego selo
evaluara en forma escrita con algunos gjercicios, y por Ultimo, siempre y cuando haya superado las instancias anteriores selo
evaluara en lateoria como un alumnos regular.

I X - Bibliografia Basica

[1] BOYLESTAD, ROBERT y NASHEL SKY, LOUIS "Electrénica: teoriade circuitos y dispositivos electronicos’. 10ma
Edicion. Pearson. Education. Ed. Prentice Hall. Afio 2009.

[2] SCHILLING, D. Y BELOVE, C. "Circuitos Electrénicos: Discretos e Integrados " 3ra. Edicion. Ed. Mc. Graw-Hill. Afio
1993.

[3] MALVINO, A.Y BATES, D. "Principios de Electronica’ 7maEd. Editorial McGraw-Hill Education. Afio 2007.

[4] SAVANT, C. J. Y RODEN, M. S. "Disefio Electrénico: Circuitosy Sistemas' 3raedicion. Ed. SA. ALHAMBRA
MEXICANA. Afio 2000.

[5] Apuntes de la catedray guias de trabajos practicos de laboratorio en formato digital subidos a “Curso de Claroline dela
FICA-UNSL: Electrénica Aplicadal”.

X - Bibliografia Complementaria

[1] MILLMAN, JACOB y GRABEL, ARVIN "Microelectronica" 6ta. Edicion. Ed.Hispano Europea- Afio 1993.

[2] SEDRA, ADEL S. “Circuitos Microelectronicos’ .4ta. Edicion. Ed.Oxford University- Afio 1999.

[3] CONANT, ROGER “Engineering Circuit Analysis with Pspice and Probe’. Ed. McGraw-Hill. Afio 1993.

[4] ZBAR, PAUL “Précticas de Electronica’. 7° Edicion. Editorial Alfa-Omega. Afio 2001.

[5] ALLEY, CHARLESyYy ATWOOD, KENNETH "Ingenieria Electronica’ 3ra. Edicidn. Ed. Limusa. Afio 1979.

[6] MILLMAN, JACOB y HALKIAS, CHRISTOS" Electrénica Integrada" 1ra. Edicion, Barcelona, Espafia. Ed.Hispano.
Afio 1976.

[7] Articulos cientificos de | EEE (ieeexplore.ieee.org).

[8] Notas de aplicacion y hoja de datos de fabricantes de dispositivos semiconductores.

X1 - Resumen de Objetivos

- Comprender €l funcionamiento basico del diodo, del transistor de juntura bipolar y del transistor de efecto de campo.
- Andlizar y disefiar circuitos el ectrénicos basicos usando dichos semiconductores, generalmente funcionando en modo
anal égico.
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| - Evaluar componentesy circuitos electronicos para validar €l disefio y € funcionamiento de los mismos.

X1l - Resumen del Programa

UNIDAD N° 1: Diodo semiconductor. Andlisis de los circuitos con diodos.

UNIDAD N° 2: Transistor BJT. Andlisis de circuitos con transistores BJT. Amplificadores de sefial.
UNIDAD N° 3: Estabilidad de la polarizacion de los BJT. Efectos de latemperatura.

UNIDAD N° 4: Transistor de efecto de campo. JFET y MOSFET. Circuitos amplificadores.
UNIDAD N° 5: Amplificadores lineal es de potencia para audiofrecuencia.

UNIDAD N° 6: Fuentes de alimentacion lineales y conmutadas.

UNIDAD N° 7: Simulacion de circuitos el ectronicos por software.

X1l - Imprevistos

En el caso de que por alguin motivo de fuerza mayor no se pudiese dictar latotalidad del programa, se daran clases de
consulta con los temas faltantes.

X1V - Otros
|
ELEVACION y APROBACION DE ESTE PROGRAMA
Profesor Responsable
Firma:
Aclaracion:
Fecha

Péagina 4



